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【手続補正書】
【提出日】平成23年11月8日(2011.11.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体処理システムであって、
　外部チャンバ圧とは異なる内部チャンバ圧を保持することのできる内部を有する処理チ
ャンバと、
　前記チャンバへ結合され、物質を前記処理チャンバから除去するように適合されたポン
プ・システムと、
　基板を前記処理チャンバの内側で支持するように適合された基板支持部材、及び回転的
に固定された仕方で前記基板支持部材へ結合され、前記処理チャンバに対して回転できる
基板支持シャフトを備える基板支持アセンブリと、
　前記基板支持シャフトへ結合され、１ＲＰＭ（回転／分）と２０００ＲＰＭとの間の回
転速度で前記基板支持アセンブリを回転するように構成されたモータと、
　前記基板支持シャフトと前記処理チャンバとの間に結合され、前記基板支持アセンブリ
が回転しているときでも、外部チャンバ圧とは異なる内部チャンバ圧を維持することを前
記システムに許す少なくとも１つの回転シールと、
　少なくとも１つの静止チャネルと前記処理チャンバ内の少なくとも１つの回転可能チャ
ネルとの間で流体を伝導するように構成された少なくとも２つの回転流体結合であって、
　前記少なくとも２つの回転流体結合の２つが、前記回転する基板支持アセンブリを介し
て温度制御流体を循環させるために使用され、前記温度制御流体が、前記基板支持シャフ
トの中のチャネルを通過して前記基板支持部材及び前記基板の前記温度を低減し、
　前記処理チャンバの外側の少なくとも１つの静止導体と前記処理チャンバの内側の少な
くとも１つの回転可能導体との間で電気が通ることを許すように構成された回転電気フィ
ードスルーと
　を備える半導体処理システム。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの回転シールが、少なくとも２つの回転シールを備え、差動ポンプ
管接続口が、前記少なくとも２つの回転シールの間からガスを除去するチャネルを提供す
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るように構成される、請求項１に記載の半導体処理システム。
【請求項３】
　前記回転電気フィードスルーが、前記基板支持部材の近くでヒータへ電力を提供するよ
うに使用され、前記ヒータが、前記基板支持部材及び前記基板の温度を増加する加熱源を
提供する、請求項１又は２に記載の半導体処理システム。
【請求項４】
　前記回転電気フィードスルーが、前記基板支持部材の静電吸着機構へ電圧を提供するた
めに使用される、請求項１から３のいずれか一項に記載の半導体処理システム。
【請求項５】
　前記回転速度が、約１０ＲＰＭと約１２０ＲＰＭとの間である、請求項１から４のいず
れか一項に記載の半導体処理システム。
【請求項６】
　前記モータが、時計回り方向と反時計回り方向の双方で前記シャフトを回転するように
構成される、請求項１から５のいずれか一項に記載の半導体処理システム。
【請求項７】
　前記温度制御流体が、前記基板支持シャフトの中のチャネルを通過して前記少なくとも
１つの回転シールを冷却する、請求項１から６のいずれか一項に記載の半導体処理システ
ム。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの回転流体結合の１つが、前記基板支持シャフトの中を前記基板支
持部材まで上方へ真空を伝導し、前記基板を前記基板支持部材の上に吸着するように使用
される、請求項１から７のいずれか一項に記載の半導体処理システム。
【請求項９】
　前記回転電気フィードスルーが、液体水銀、金属ブラシ、金属ブシュ、玉軸受、及び転
がりリングから構成される群の少なくとも１つを利用して回転電気接続を作る、請求項１
に記載の半導体処理システム。
【請求項１０】
　前記基板が円形であり、前記基板の中心が前記基板支持シャフトの軸の上にあって、前
記基板が回転するとき、前記基板の前記中心が有意には回転しない、請求項１に記載の半
導体処理システム。
【請求項１１】
　前記基板が円形であり、前記基板の前記中心が前記基板支持シャフトの前記軸の上にな
く、前記基板支持シャフトが回転するとき、前記基板の前記中心が回転する、請求項１に
記載の半導体処理システム。
【請求項１２】
　前記基板が円形であり、前記基板の前記軸が前記基板支持シャフトの前記軸に関して傾
斜されており、前記基板支持シャフトが回転するときに揺れを作り出す、請求項１に記載
の半導体処理システム。
【請求項１３】
　前記基板の前記軸の前記傾斜が、前記基板支持シャフトの前記軸から約０.１°以下で
ある、請求項１２に記載の半導体処理システム。
【請求項１４】
　前記基板の前記軸の前記傾斜が、膜の堆積中に調節可能である、請求項１２に記載の半
導体処理システム。
【請求項１５】
　前記基板が、前記膜の堆積中に非傾斜位置から傾斜位置へ調節される、請求項１２に記
載の半導体処理システム。
【請求項１６】
　前記システムが、前記基板支持部材を上昇及び下降させるため前記シャフトへ結合され
たリフト機構を備える、請求項１に記載の半導体処理システム。
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